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ВЛИЯНИЕ БТО НА МЕЖФАЗНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТАХ К 

СОЕДИНЕНИЯМ A
3
B

5 
 

Формирование омических контактов к широкозонным полупроводникам А
3
В

5
 представляет сложную физико-

технологическую задачу. Несмотря на  изученность механизмов их формирования и электрофизических свойств, 

до сих пор ряд вопросов остается дискуссионными. Это относится и к наиболее применяемым в электронике GaAs, 

InP, GaP [1]. Использование буферных слоев металлов или сплавов, включая сплавы внедрения (фазы внедрения) в 

качестве диффузионных барьеров к широкозонным полупроводникам [2, 3], обеспечивает замедление процессов 

межфазного взаимодействия и массопереноса в слоях металлизации. Применение диффузионных барьеров на 

основе аморфных пленок TiBx и оксиборидов титана в омических контактах Au-TiBx-AuGe-n-GaP (n-GaP~10
17

см
-3

) 

дают возможность получения с ~1,1410
-4 

Ом∙см
2
. Омические контакты формировались методом магнетронного 

распыления компонентов металлизации на неподогретую пластину монокристаллического GaP n-типа 

выращенного методом Чохральского. Толщина пластины n-GaP составляла ~400 мкм. Концентрация легирующей 

примеси в n-GaP (теллур) ~10
17

 см
-3

. Плотность дислокаций не превышала 10
5
 см

-2
. Толщины слоев: Au(500Å)-

TiBx(500Å)-Au(400Å)-Ge(100Å)-n-GaP.  

Результаты исследований показали, что БТО не влияет на слоевую структуру металлизации, однако БТО при 

Т=600
0
С приводит к значительному расширению области межфазного взаимодействия в контакте AuGe-n-GaP, при 

сохранении буферных свойств слоя TiBx, в котором, как в исходном образце, так и после БТО обнаружено 

значительное содержание кислорода. Данные рентгенофазового анализа свидетельствуют о наличии 

квазиаморфного слоя TiBx во всех исследуемых контактах. На дифрактограммах исходного и прошедших БТО при 

500 и 600
0
С образцов зафиксированы кроме Au в незначительных количествах AuGa2, AuGaО2, GeP3, Ge, а также 

образование фазы Au0,72Ge0,28 после БТО при 600
0
С. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что омические контакты, с диффузионными барьерами на 

основе аморфных фаз внедрения, препятствуют взаимному массопереносу в слоях металлизации и на границах 

раздела с GaP (GaAs, InP), и могут быть использованы для создания высоконадежных и термостойких контактов к 

полупроводниковым соединениям типа А
3
В

5
. 
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